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１．概要（Summary） 

異種材料半導体層を常温で貼りあわせることにより従

来実現困難とされてきた新たな機能素子の実現が期待さ

れている。熱伝導特性、電気絶縁性に優れるダイヤモンド

をパワーデバイスと直接接合することにより、パワーデバイ

スの熱抵抗の低減、高出力化、信頼性向上が期待される。

我々は表面活性化接合法(SAB 法)を用いて、ダイヤモン

ドと Si を直接接合し、耐熱性に優れた接合を実現すると

ともに、熱処理によって界面のナノ構造が変化することを

明らかにした[1]。更に、Si 基板上に接合されたダイヤモ

ンド上にトランジスタ作製、動作検証により接合が実用的

な耐熱性を有することを示した[2]。今回、GaN 素子のダ

イヤモンド直接接合形成に向けた検討の一環として、

GaN とダイヤモンドの直接接合の形成の検討を行った。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 ダイシングソー、紫外線照射装置 

【実験方法】 Si(111)基板上にエピタキシャル成長された

GaN 層を小片へと紫外線照射装置により保護フィルムを

キュワーした後、ダイシングした。その後、大阪市立大学

において、GaN層表面とダイヤモンド基板を SAB法によ

り常温で直接接合した。機械研磨と選択エッチングにより

Si基板を除去した。集束イオンビームにより TEM用試料

を作製し、TEM 観察により接合界面のナノ構造を評価し

た。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

GaN/ダイヤモンド接合界面の断面 TEM 像（低倍

率及び高倍率）を Fig. 1に示す。厚さ≈9 nmの遷移

層を介してダイヤモンド基板とGaN層が直接接合し

ている。今後、熱処理による界面構造の変化、界面の

熱抵抗の検証を目指す。 
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